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背景： CO2 半減を目指した取組みで、その半分を担う「省エネ」の根幹技術－パワーエレクトロ
ニクス－が期待されている。Si が限界を迎える中 SiC が実用化開始し、鉄道で 50％を超える大
きな効果を生む中、さらに７倍の絶縁破壊電界を有する究極のダイヤモンドが期待されている。
そのため高出力縦型デバイスに対応する、低抵抗・低欠陥ウェハの研究開発が急務となっている。 





実験：試料は絶縁 HPHT 結晶、絶縁 CVD 結晶、B ドーピング HPHT 結晶(1×1016cm-3(6E19)、
9E19)、各種基板上にマイクロ波及びフィラメント CVD 法で成長した結晶(p+CVD(9E20)／絶縁
HPHT、p-CVD(5E15)／p+HPHT(9E19)を用いた。超精密 X線回折（＠東北大）、高分解能 X 線








から p+HPHT 種結晶はさらなる低欠陥・大型化が求められる。図 2 は
絶縁 HPHT 種結晶に p+CVD でバルク成長することを想定した構造で









図 1  各種結晶の逆格子マッピング図 
a)絶縁 HPHT      b)p+HPHT     
図 2 p+CVD/絶縁 HPHT 成長結晶
の逆格子マッピング図   
結晶の逆格子マッピング図 
